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１．概要（Summary） 
アモルファス透明酸化物半導体 InGaZnO4を活性層と

して用いた薄膜トランジスタは、従来のアモルファス Si トラ
ンジスタと比較して 10 倍以上大きな移動度を示すことか

ら、現在、有機 EL テレビやスマートフォンの画面のバック

プレーンとして応用されている。さらに高精細ディスプレイ

を実現するため、a-InGaZnO4 トランジスタよりもさらに高

移動度のトランジスタの開発競争が激化している。本研究

では、InGaZnO4 の結晶において、InGaO3(ZnO)m（m
は自然数）で表されるホモロガス相があることに着目した。

具体的には、m 値を変化させた InGaO3(ZnO)m薄膜トラ

ンジスタを作製し、その移動度と安定性を調査する。また、

チャネルの有効厚さを熱電能電界変調法という独自手法

により計測し、移動度や安定性との関係を考察する。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
原子層堆積装置（粉末対応型）R-200 Advanced 
【実験方法】 

ITO 薄膜がコーティングされた無アルカリガラス

（Corning EAGLE XG, 1 cm × 1 cm）の四隅 1 mm 
× 1 mm の領域にマスクを施し、原子層堆積法により、

厚さ 100 nm の酸化アルミニウム薄膜を成膜した。その後、

マスク材を除去し、金属マスクを用いたマスク蒸着により、

活性層となる InGaO3(ZnO)m 薄膜、およびソース/ドレイ

ン電極となるTiを、それぞれPLD法および電子ビーム蒸

着法により成膜した。作製した薄膜トランジスタの特性は、

半導体デバイスアナライザ B1500A を用いて計測した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
膜厚 100 nm の酸化アルミニウム薄膜の電界に対する

耐性は非常に良く、2 MV/cm の電界を印加してもゲートリ

ーク電流は 10 pA レベルであった。トランジスタの伝達特

性 Fig. (Left)にはほとんどヒステリシスのない綺麗な電流

の立ち上がりが見られ、出力特性 Fig. (Right)にはピンチ

オフによる電流飽和がみられた。電界効果移動度は 9 
cm2/Vs であり、市販されているディスプレイに使用されて

いる a-InGaZnO4-TFT と同等のトランジスタが得られるこ

とが分かった。今後は、m値を変化させた薄膜トランジスタ

を順次作製し、電界効果移動度の変化およびチャネルの

有効厚さの変化を明らかにする予定である。 
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Fig. (Left) Transfer characteristic and (right) 
output characteristics of the a-InGaZnO4-TFT. 


